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※概要（Summary ）： 

シリコン基板上光集積回路に向けて、光源・導波

路・変調器・検出器などをシリコン基板上へ実現・集

積が必要である。本研究テーマはシリコン基板上への

超高速光変調器として、高電気光学係数を有する PZT

および PLZT を用いた光検出器の実現である。具体的

には SiO2/Si 基板上に ITO バッファ層を堆積、さらに

PZT、PLZT 膜を堆積し層構造を形成する。そして反

応性ドライエッチングを用いてシングルモード光導

波路を作製し、伝搬損失の測定を行う。今回の申請は、

元基板の成膜を依頼するものである 

 

※実験（Experimental）： 

プラズマ CVD(PCVD)装置を用いて、図 1 の元ウエ

ハとなる SiO2(1m 厚)/Si 基板を堆積した。この元ウ

エハ上に PZT、PLZT を化学溶液堆積法(CSD 法)によ

って成膜した。また堆積時にクラックを防ぐために

ITO 膜を挿入している。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

PZT, PLZT 薄膜は XRD 解析より強誘電性を有する

ペロブスカイト構造を確認した。また、電気特性より

強誘電性に由来するヒステリシス曲線も確認した。 

光露光および CF4 ドライエッチングにより、図 1

に示すようなマルチモード光導波路を作製した。カッ

トバック法による光導波路の導波路損失測定より、

PZT では 17dB/cm、PLZT では 40dB/cm を得た。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後はシングルモード光導波路の形成と電界印加

による屈折率変化の観測を行う。 
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図 1 PZT 光導波路の断面構造 
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図 2 光導波路の通過損失の導波路長依存性 

Waveguide Length [mm]

L
o
ss

 [
d
B

]

PZT

PLZT

0 2 4 6 8 10
20

30

40

50

60


